(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLEEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION 

EN MATlfeRE DE BREVETS (PCT) 



(19) Organisation Mondiale de la Propria 
Intellectuelle 

Bureau international 

(43) Date de la publication international 
27 mai 2004 (27.05,2004) 




PCT 



(10) Num6ro de publication international e 

WO 2004/044976 Al 



(51) Classification Internationale des brevets 7 : 

H01L 21/762, 21/265 

(21) Numero de la demande international e : 

PCT/FR2003/003256 

(22) Date de depot international : 

31 octobre 2003 (31.10.2003) 

(25) Langue de depot : francais 

(26) Langue de publication : francais 

(30) Donnees relatives a la priorite : 

02/1 3934 7 novembre 2002 (07. 1 1 .2002) FR 

(71) Deposant (pour tous les Etats designes saufUS) : COM- 
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 
31-33, rue de la Federation, F-75752 Paris Cedex 15 (FR). 

(72) Inventeurs; et 

(75) Inventeurs/Deposants (pour US seulement) : ASPAR, 



Bernard [FR/FR]; 110, lotissement Le Hameau des Ayes, 
F-38140 Rives (FR). LAGAHE, Christelle [FR/FR]; 
La Guillenchiere, Route de la Cascade, F-38134 Saint 
Joseph de Riviere (FR). SOUSBIE, Nicolas [FR/FR]; 37, 
avenue de Vizille, F-38000 Grenoble (FR). MICHAUD, 
Jean-Francois [FR/FR]; Villard-Prin, F-73800 Saint 
Pierre de Soucy (FR). 

(74) Mandatalre : SANTARELLI; 14, avenue de la Grande- 
Armee, Boite postale 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR). 

(81) Etats designes (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, 
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, 
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FT, GB, GD, GE, GH, 
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, 
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, 
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, 
SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, 
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. 

[Suite sur la page suivante] 



== (54) Title: METHOD FOR FORMING A BRITTLE ZONE IN A SUBSTRATE BY CO-IMPLANTATION 

= (54) Titre : PROCEDE DE FORMATION D'UNE ZONE FRAGILE DANS UN SUBSTRAT PAR CO-IMPLANTATION 

(57) Abstract: The invention concerns a method for making a thin film, which consists in cre- 
ating a brittle zone embedded by implantation of a chemical species in a substrate (1), so as to 
be able subsequently to provoke a fracture of the substrate (1) along said brittle zone to separate 
therefrom said thin film (6). The invention is characterized in that the manufacturing method 
comprises in particular the following steps: a) a main implantation in the substrate (1) at a main 
depth (5) of a main chemical species (4); b) at least one secondary implantation in the substrate 
(1), at a secondary depth (3) different from said main depth (5), and at a concentration higher 
than the concentration of the main species (4), of at least a secondary chemical species (2) less 
efficient than the main species (4) for embrittling the substrate (1); c) causing at least part of said 
secondary species (2) to migrate up to the proximity of the main depth (5); and d) provoking 
a fracture along the main depth (5). The invention also concerns the thin film obtained by the 
inventive method. 

(57) Abrege : La pr6sente invention concerne un procede de fabrication d'une couche mince, 
dans lequel on cree une zone fragile entente par implantation d'une espece chimique dans un 
substrat (1), de maniere a pouvoir ensuite declencher une fracture du substrat (1) le long de cette 
zone fragile afin d'en detacher ladite couche mince (6). Selon V invention, ledit procede* de fa- 
brication comprend notamment les etapes suivantes : a) une implantation « principale » dans le 
substrat (1) a une profondeur « principale » (5) d'une espece chimique « principale » (4) ; b) au 
moins une implantation « secondaire » dans le substrat (1), a une profondeur « secondaire » (3) 
differente de ladite profondeur principale (5), et a une concentration superieure a la concentra- 
tion de l'espece principale (4), d'au moins une espece chimique « secondaire » (2) d'efficacite* 
moindre que V espece principale (4) a fragiliser le substrat (1) ; c) la migration d'au moins une 
partie de ladite espece secondaire (2) jusqu'au voisinage de la profondeur principale (5) ; et d) 
le declenchement d'une fracture le long de la profondeur principale (5). L' invention concerne 
Sgalement une couche mince obtenue a l'aide du procette selon 1 'invention. 
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